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１．概要（Summary） 

室温成膜技術は、有機ELディスプレイ等フレキシブル

エレクトロニクス分野で用いられる耐熱性の低いフレキシ

ブル基板上でのデバイス作製プロセスに必要である。

我々は、高純度オゾンガス(~100 %O3)とエチレン（C2H4）

ガスの反応による OH ラジカル生成技術[1]を CVD に適

用し、絶縁膜や保護膜として多用される SiO2膜を室温成

膜する技術を開発している。 

本報告は、プロセス条件によるSiO2膜の膜厚変化を分

光エリプソメータにより計測し、その制御に役立てた例を

紹介する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

分光エリプソメータ 

【実験方法】 

Fig. 1 に本実験に用いた成膜装置の模式図を示す。

高純度オゾンガスは基板表面上で他のガスと混合するよ

う処理面積拡張を考慮してシャワーヘッドにより供給した。

CVD 原料ガスとして TEOS を使用し、SiO2 成膜は、Si

単結晶基板上に高純度オゾン、エチレン、TEOS、窒素

（キャリアガス）を用い室温で実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schematic picture of CVD configuration. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 は成膜速度と TEOS 流量との関係である。

TEOS流量 1.0 sccmを境に成膜速度と TEOS流量との

傾向が変化する。この結果より、TEOS 流量が 1.0 sccm

以上では CVD反応に起因する活性種の OH ラジカルが

不足することが考えられる。 
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Fig. 2 SiO2 film deposition rate on Si(100). 
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Microscopy. 
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５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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